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•摘要：宽禁带半导体，如C，GaN，ZnO，In2O3等能在高电压，高频，和高温的情况下工作，是制

造短波长、光电和透明导电器件的独特材料，在新能源，雷达，激光，和量子通讯等领域具有重大
应用价值。和其他半导体材料一样，宽禁带半导体材料的功能与它们的缺陷态紧密相关，通过掺杂
，在工作温度下产生超过一定数量的足够的自由载流子是决定这类材料应用的关键因素。不幸的是
，大多数宽禁带半导体材料如ZnO或C存在掺杂不对称问题，即它们可以是n型掺杂的或p型掺杂的
，但两者不会同时存在。在某些情况下，如AlN和MgO，n型和p型掺杂都会很困难。另外宽禁带半
导体很容易引入成为非辐射复合中心的深能级缺陷，导致发光效率低，导电性差等问题。这些掺杂
瓶颈已经严重阻碍了这些宽禁带半导体的发展和潜在应用。在这个报告里我将讨论宽禁带半导体中
掺杂困难的起因，掺杂及缺陷调控理论和计算方法方面的进展和克服这些材料中掺杂难度的方法。
这些包括（1）如何通过非平衡态的生长方法增加掺杂材料的溶解度，（2）如何选择掺杂物或掺杂
材料复合物，如通过过渡金属掺杂，多价杂质掺杂等降低杂质电离能，增加载流子浓度和材料的导
电性，以及（3）如何修改主体带边结构以减少内在缺陷补偿，克服氧化物中p型和双极掺杂瓶颈。 
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